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(57) Abstract: Disclosed is a process for manufacturing semiconductor wafers containing a gas-phase epitaxial layer in a deposition
chamber, involving removing, from the deposition chamber by etching the deposition chamber, material settled in the deposition cham-
ber during preceding coating operations; performing successive coating operations, during each of which an epitaxial layer is deposited
on a substrate wafer in the deposition chamber as a first gas stream of a first deposition gas is conducted over the substrate wafer
and a semiconductor wafer containing an epitaxial layer is produced; before, during or after each of the successive coating operations,
conducting a second gas stream of a second deposition gas to a peripheral region of the substrate wafer or the semiconductor wafer
containing the epitaxial layer, wherein at least one process parameter is modified which has the effect that conducting the second
deposition gas results in an increase in the amount of material deposited in the peripheral region according to the number of coating
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operations performed since the removal of material from the deposition chamber.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Herstellen von Halbleiterscheiben mit aus der Gasphase abgeschiedener epitaktischer Schicht
in einer Abscheidekammer, umfassend das Entfernen von Material aus der Abscheidekammer, das sich im Verlauf vorangegangener
Beschichtungsvorginge in der Abscheidekammer niedergeschlagen hat, mittels einer Atze der Abscheidekammer; nacheinander durch-
gefiihrte Beschichtungsvorgénge, wihrend derer jeweils eine epitaktische Schicht auf einer Substratscheibe in der Abscheidekammer
abgeschieden wird, indem ein erster Gasstrom aus erstem Abscheidegas iiber die Substratscheibe geleitet wird und eine Halbleiterschei-
be mit epitaktischer Schicht entsteht; vor, wiahrend oder nach einem jeden der nacheinander durchgefiihrten Beschichtungsvorginge das
Leiten eines zweiten Gasstroms aus einem zweiten Abscheidegas zu einem Randbereich der jeweiligen Substratscheibe beziehungswei-
se der jeweiligen Halbleiterscheibe mit epitaktischer Schicht, wobei mindestens ein Verfahrensparameter geéndert wird, der bewirkt,
dass durch das Leiten des zweiten Abscheidegases eine Materialabscheidung im Randbereich in Abhéngigkeit von der Zahl der seit
dem Entfernen von Material aus der Abscheidekammer durchgefiihrten Beschichtungsvorgédnge zunimmt.



